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内容概要

本书从系统级芯片（SOC）设计的需要出发，介绍CMOS模拟集成电路和CMOS数字集成电路的设计
，内容包括：集成电路设计概论；CMOS工艺及版图；MOS晶体管与CMOS模拟电路基础；COMS数
字电路中的基本门电路；模拟系统设计；数字系统设计；硬件描述语言VHDL基础。
    本书可作为高等理工院校电子、通信、计算机等专业高年级本科生及硕士研究生教材，也可供从
事CMOS集成电路设计工作的科研人员参考。
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